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Kurzfassung

Heterolbergangs-Feldeffekttransistoren aus dem kubischen AlGaN/GaN bieten eine
potentialreiche Alternative gegenliber den Bauelementen aus der hexagonalen Phase der
Nitride. Aufgrund der fehlenden internen spontanen und piezoelektrischen Felder ist das
kubische AlGaN/GaN fir die Herstellung von sowohl Anreicherungstyp- als auch
Verarmungstyp-Feldeffekttransistoren geeignet.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden Feldeffekttransistoren aus dem kubischen AlGaN/GaN
mittels Molekularstrahlepitaxie hergestellt. Dafiir wurden AlGaN/GaN-Schichten auf dem
isolierenden Karbonisierten Si  und auf dem frei stehenden Ar® implantierten 3C-SiC
abgeschieden. Zusatzlich wurde Kohlenstoffdotierung von GaN zur Reduzierung der
Leckstrome durch die Pufferschicht untersucht. Dabei wurde eine neuartige CBr4-Gasquelle
eingesetzt und optimiert.

Die Bauelemente wurden mittels der Photolithographie hergestellt. Fir die Strukturierung
wurde Lift-Off-Prozess, reaktives lonenédtzen und Plasma unterstiitze chemische Abscheidung
aus der Gasphase verwendet. In dieser Arbeit wurden Heteroiibergangs-Feldeffekttransistoren
aus dem kubischen AlGaN/GaN mit sowohl Anreicherungstyp- als auch Verarmungstyp-
Ausgangscharakteristiken demonstriert. Die Bauelemente wurden mit Hilfe der Strom-
Spannungs- und Kapazitats-Spannungs-Messungen charakterisiert. Die Messdaten wurden
mittels der Software-Programme 1D-Poisson sowie = ATLAS Bauelemente-Simulator
analysiert. Zum Schluss wurden Strukturen fir optimierte Bauelemente diskutiert.



